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ード、 PADOX (Pattern-dependent oxidation) モードと結晶粒界選択酸化モードで形成されていることを明らかに
した。また、選択酸化された結晶粒界のトンネル障壁高さは、酸化後でも 90 meV 以下と低いものの、厚みが 3 nm 
程度の厚いトンネル障壁が形成されたこと、高温酸化後の結晶粒界トンネル障壁は Silicon sub-oxide であることを示
した。最後に、これらの結果からポイントコンタクト素子のトンネル接合の特性とクーロンブロッケード特性の関係






















結品粒界は 3 nm 程度のシリコン・サブオキサイドで構成されておりそのトンネル障壁は 90 meV 以下であることを
指摘している。これらの結果からポイントコンタクト素子のトンネル接合の特性とクーロンブロッケード特性の関係
式を導き、単電子素子の性能向上に対する設計指針を示している。
以上のように、本論文はこれまで未知であった薄膜多結晶シリコン中における単一のシリコン粒界特性を初めて明
らかにしている。さらに、粒界の物質的・電気的特性と電子輸送の特性との相関を数多く解明しており、シリコンナ
ノ材料の科学技術進展への貢献は大きい。これに加え、本研究では、多結晶シリコン膜の移動度などの特性向上に対
する微視的な知見を提供しており、多結晶薄膜トランジスタの新たな設計指針にも貢献する成果である。
よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
- 749-
